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１．概要（Summary） 

最近、照明機器は、蛍光灯から長寿命の発光ダイオー

ド（LED）に移行しつつある。しかるに、LED は窒化物

（GaN）から成っており、その発光層には窒化インジウムガ

リウム（InGaN）が使用されているが、このインジウムとガリウ

ムは希少金属であるため高価となる。また、これらの薄膜

を 形 成 す る た め に は 、 有 機 金 属 化 学 気 相 成 長 法

（MOCVD）が使用され、真空や高純度ガスが必要となる

ため、さらに高価となる。そこで、我々は、低コストで高効

率な LED を目指して、ミスト化学気相成長法（ミスト CVD）

[1]を用いた酸化亜鉛（ZnO）[2]の研究を行っている。今

回は、酸化亜鉛薄膜を用いて LED を形成するための、フ

ォトリソグラフィー用マスクを作製した。 
 
２．実験（Experimental） 

フォトリソグラフィー用マスクを作製するため、共同研究

開発センターのレーザービーム描画装置を使用した。ま

ず、熊本大学側で、CAD によりマスクの基本図面を作製

し、その後、レーザービーム描画装置を使用して、マスク

の描画を行った。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

酸化亜鉛の LED を作製するためのプロセス概要は、

Fig.１に示す通り、（１）ミスト CVD による酸化亜鉛薄膜の

形成、（２）メサエッチングによる下層に位置するｎ型層の

露出、（３）蒸着によるオーミック電極材料の形成、（４）電

極への配線接続、から成っている。今回作製したフォトリソ

グラフィー用マスクは、このプロセスの中で、（２）と（３）に

使用するものである。 
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Fig.１ Process flow of ZnO LED 


